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یΈفتُن با التر̶ن سه

یِ ͳجنبش یِ انرژی نُعˆن میشوند آزاد فتُن ِ جذب با که ͳی الترˇنها معمول، یِ خُرشیدی یِ یاخته�ها در

ِ جنس از ͳکوانتم یِ نقطه�ها ِ شامل نازکی یِ لایه با میشود. تلف گرما ِ شل به که دارند ͳی ͳاضاف

ͳی الترˇنها ِ آزادکردن ِ صرف ͳاضاف یِ انرژی این آن در که اند ساخته ی ابزار سلنید سرب یِ نیمرسانا

ِ طولِ�مˇ; با ی نور با آزمایش در است. 5 µm به�کاررفته یِ ͳنقطه�هایِ�کوانتم ِ قطر میشود. دیΎر

یِ یاخته�ها یِ بازده یِ نظری ِ حد .[1] است کرده آزاد الترˇن سه میانΎین ِ طُر به فتُن هر ،400 nm

ِ معمول یِ یاخته�ها یِ برا نظری ِ حد است. 44% شوند ساخته ͳی لایه�ها چنین با که ͳی خُرشیدی

است. 35% سیلیسیم
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